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p-AgCusS vo p-Ado.aCuosS ligqat giimiis xalkogenidlards elektrodiffuzion potensialinin yaranmasi dyronilmis vo onun
gliman olunan mexanizmi verilmisdir. Potensialin tadgigatlardan alinmig qiymotlori gostorilmisdir.

Acar sozlor: elektrodiffuzion potensial, effektiv yiiriikliik, inversiya.
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p-AgCuS monokristallar1 vo agqarlanmis p-
Ago.4CugeS orintilori asasinda metal yarimkegirici-me-
tal quruluslu sistem hazirlanmigdir. Alinmis metal p-
AQCuS- metal sistemini 376+414 K temperaturuna,
metal-p-Ago.4Cuos S-metal sistemini iso 309+446 K
temperatura godor miintozom qizdirdigda niimunslords
elektrodiffuzion potensialimin (EDP) yaranmast miisa-
hids olunmusdur [1, 2].

Stexiometrik nisbotlords gotiiriilmiis AgyS, Cu,S
binar birlosmalarindan istifade etmoklo Ago4CuoeS
arintisi vo AgCus iigqat birlogsmasi alinmigdir. Mono-
kristalin yetisdirilmasi {iglin polikristal AgCuS hacmi
maddonin miqdarina uygun se¢ilmis ampulaya yer-
logdirilir. Hocmin diizgiin secilmasi kristalin sorbost
gdyarmosi iiciin optimal sorait yaradir. izotermik yeni-
don kristallasma miiddoti togribon 200 saat olmusdur

[3].

Sokildo EDP-nin  temperatur gedisi tosvir olun-
musdur: a ayrisi p-AgCus, b ayrisi iso Ago.4CuoeS-2
moxsusdur. Burada (—) isarasi qizmanin, («) so-
yumanin istigamatini gostarir. Sakildon goriindiiyii ki-
mi otaq temperaturunda p-AgCuS-ds heg bir signal

Sakil. Elektrodiffuzion potensial oyrilori:
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yoxdur, ~379 K-do oyrids kigicik siqnal yaranir,
~382K-don baglayaraq EDP todrican artaraq ~391 K-do
3,7 mV-a gatir. Homin temperaturda da EDP kaskin
sokilds sifra enir vo ~400 K-do sifirdan kegorok isa-
rosini monfiys doyisir. Temperaturun sonraki artmasi
ilo EDP da artmaga baslayir vo ~ 410,5 K-do 7 mV-a
catir, sonradan iso temperatur artdigca EDP azalmaga
baslayir vo ~ 414,5 K-do sifra disiir. Beloliklo, EDP-
nin 2sas piklori p-AgCuS-do ~391 K-do (miisbat isara
ilo) vo ~410,5 K-do (monfi isarasi ilo) ilo bas verir.
EDP-nin isarasinin doyismosi ~400,3 K-do miisahida
olunur.

Sakil b-da p-Ago.4Cug S arintisinin EDP-nin tem-
peraturdan asililigi gostorilmisdir. Qeyd edici PDS-21
cihaz bu halda da homin asilihigi tosvir olunmus
qanunauygunluqla bas verdiyini ¢okir. Lakin, buradaki
asililiq daha miirokkobdir vo EDP-nin qiymsti xeyli
boytikdiir. Bu niimunado EDP-nin asas piklori miisbot
isars ilo ~ 335 K-da (~ 5 mV) vo moanfi isars ilo ~326K-
do (~ 7,5mV), ~ 342 K-do (~ 5 mV) vao homginin
~422K-do (~ 28 mV) miisahids olunur.
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a - p-AgCus, b - Ago.4Cuo.6S
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Todqiq olunan niimunalords EDP-nin meydana  edilmasi) hamisi effektiv yiiriikliyiin hom giymatini,
golmasi elektronlarin ionlar1 6zii ilo dagimast (vo ok-  hom do istigamatini doyisoe bilor. Temperatur T=>Tin 0l-
sina) ilo bagli oldugu giiman edilir. EDP [2, 4] islorde  dugda, EDP-min isarosinin doyismosi yiikdastyicilarin
gostorilon nozoriyysys gors tok metallarda yox, ham-  effektiv yiiriikliiyiiniin isarasinin doyismasi naticasindos
¢inin nisbaton ¢ox da boyiik olmayan qadagan zolagi,  bas verir.
yiiksok yiiriiklii yiikdasiyicisy, kigik dielektrik sabitliyi Belslikls, miiayyan edilmisdir ki, EDP-nin yaran-
olan yarimkegiricilordo do yarana bilor. Nozoriyyoys  masi, onun isarasinin doyismosi ionlarin elektronlarla
g0ro, ionlarin dasinma efekti boyuk olan oblastda elek-  daginmasi va effektiv yiiriikliiyiin isarasinin doyismasi
tronlarin konsentrasiyasini doyisdiro bilon biitiin fak-  ilo six slagadardir.
torlarin (temperaturun artmasi, slave asqarlarin daxil
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MEXAHHM3M BO3HUKHOBEHUSA 3JIEKTPOAN®®Y3HOHHOI'O IOTEHIIHAJIA B
TPOUHBIX XAJIBKOI'EHUJIAX CEPEBPA

HccnenoBano BOZHHKHOBEHHUE 3J1eKTPo 1 (hy3MOHHOTO MOTEHIMANA B TPOMHBIX XaJbKoreHnaax cepedpa p-AgCusS u p-
Ad0,4CU0,6S ¥ IpHBE/IEH €ro NMpe/rnoIaraeMblii MEXaHH3M. YKa3aHbI S9KCIEPUMCHTAIBHO ITOJTy4EHHBIC 3HAYCHHS IIOTCHIINAJIOB.
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THE MECHANISM FOR THE APPEARANCE OF ELECTRODIFFUSION POTENTIAL
IN TRIPLE SILVER CHALCOGENIDES

The emergence of an electrodiffusion potential in the ternary silver chalcogenides p-AgCu$S and p-Ag0.4Cu0.6S has been
studied and its proposed mechanism has been presented. The experimentally obtained values of the potentials are indicated.
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